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摘要(译)

本发明公开了OLED像素结构及其制备方法、紫外光检测方法和装置，以
解决现有紫外光检测装置的阵列基板结构复杂、制备成本较高的问题。
OLED像素结构，包括：衬底基板；依次形成于衬底基板上的遮光层和透
明绝缘层，遮光层具有透光区；形成于透明绝缘层之上的感光TFT和开
关TFT，感光TFT设置于透光区的上方，感光TFT的沟道区域正对透光
区；其中，感光TFT和开关TFT包括依次形成于透明绝缘层上的源漏极金
属层、有源层、栅极绝缘层、栅电极和钝化层，感光TFT的源电极与开
关TFT的漏电极电连接；形成于钝化层之上的阳极、像素界定层、有机
发光层和透明阴极，阳极通过过孔与开关TFT的源电极电连接。
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